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STRESZCZENIA
ARTYKULOW
ME 43 -1 - 2015

Laser na szkle fosforanowym domieszkowanym
erbem, iterbem i chromem
ME 43, 1, 2015, s. 4

W artykule przedstawione zostaty wyniki pomiaréw wytworzonego
w ITME szkta fosforanowego domieszkowanego jonami erbu, iterbu
oraz chromu. Wykonano pomiary transmitancyjne, spektroskopowe oraz
badania generacji. Uzyskano generacje laserowa w zakresie dtugosci fali
2~ 1540 nm o wyj$ciowej mocy Sredniej rownej P, = 48,5 mW. Szkto
moze by¢ przeznaczone do zastosowan w ukladach laseréw na ciele
statym pompowanych lampami wytadowczymi lub diodami laserowymi.

Badanie struktury defektowej w nowych rodzajach
scyntylacyjnych monokrysztaléw mieszanych
granatow lutetowo-itrowo-glinowych
[Lu Y, |,ALO,, (LuYAG) niedomieszkowanych
oraz aktywowanych prazeodymem
ME 43, 1, 2015, s. 11

Przedmiotem pracy jest ujawnienie i charakteryzacja realnej struktu-
ry nowych typow scyntylacyjnych monokrysztalow mieszanych granatow
lutetowo-itrowo-glinowych (Lu Y, ),ALO,, (LuYAG) aktywowanych
prazeodymem oraz niedomieszkowanych. Badania wykonano przy uzy-
ciu konwencjonalnego zrodta promieniowania rentgenowskiego metoda
rentgenowskiej topografii dwukrystalicznej oraz za pomoca dyfraktome-
trii wysokorozdzielczej. Wykonano rowniez badania polaryskopowe. Na
wybranych probkach przeprowadzono badanie jednorodnosci sktadu
chemicznego za pomoca skaningowego mikroskopu elektronowego
z przystawka do spektroskopii z dyspersja energii (EDX). Topogramy
rentgenowskie przebadanych probek wskazuja na dobra jakos¢ struk-
turalng badanych monokrysztatow. Pewnym problemem strukturalnym
zaobserwowanym na wykonanych topogramach dwukrystalicznych sa
naprezenia sieci, ktorych pierwotna przyczyna sa efekty segregacyjne
i rézne obszary $ciankowane.

Rentgenowska topografia dyfrakcyjna defektow
sieci krystalicznej w monokrysztalach MgAlL O,
i ScAIMgO, otrzymywanych w réznych warunkach
technologicznych
ME 43, 1, 2015, s. 29

Za pomoca konwencjonalnej rentgenowskiej topografii dyfrakcyjnej
scharakteryzowana zostala realna struktura monokrysztatéw spinelu
magnezowego MgAl O, i monokrysztatow ScAIMgO, (SCAM). Badania
uzupetniajace prowadzono za pomoca dyfraktometrii wysokorozdziel-
czej, skaningowej mikroskopii elektronowej, mikroanalizy rentgenow-
skiej oraz metod polaryskopowych. Topogramy MgAl,O, wskazuja na
jakos¢ krysztalow pozwalajaca na przeprowadzenie szczegétowych
badan realnej struktury metodami rentgenowskiej topografii dyfrak-
cyjnej. W zadnej z badanych probek nie zaobserwowano kontrastow
pochodzacych od pasm segregacyjnych. Topogramy badanych krysztatow
ujawniaja obecnos¢ rdzenia w centralnej czgsci probek, czesto z wyraznie
zaznaczonymi obszarami §ciankowanymi odpowiadajagcymi wzrostowi
na niskowskaznikowych ptaszczyznach krystalograficznych. W ze-
wnetrznej czgsci rdzenia zaobserwowano liczne kontrasty dyfrakcyjne
zwigzane najprawdopodobniej z defektami objetosciowymi typu solute
trails oraz wyrazne kontrasty zwiazane z grupa dyslokacji. Za pomoca
topografii dwukrystalicznej ujawniono naprezenia zwiazane z rdzeniem
oraz defektami obj¢tosciowymi solute trails. Ze wzgledu na tendencje
do rozwarstwiania si¢ krysztalu ScAIMgO, badania przeprowadzono
na wybranych probkach otrzymanych przez mechaniczne rozdzielenie
materiatu. Topogramy dwukrystaliczne ujawnity kontrast dyfrakcyjny
odzwierciedlajacy poszczegolne warstwy materialu. Szczegoty rozdzie-
lania si¢ warstw ujawnily obserwacje SEM.

THE ARTICLES
ABSTRACTS
ME 43 -1 - 2015

Erbium, ytterbium and chromium
doped phosphate glass laser
ME 43,1, 2015, p. 4

The article presents the results of the measurements of phosphate
glass doped with ions of erbium, ytterbium and chromium, produced in
ITME. The transmittance and spectroscopic measurements as well as
generation tests have been performed. Laser generation at wavelength 4
~ 1540 nm with average output power P, =48.5 mW has been obtained.
The tested glass can be applied to flash or diode pumped solid - state
laser systems.

Investigation of the defect structure in the new types
of undoped and Pr-doped scintillator single crystals
of mixed lutetium-yttrium-aluminum garnets
[Lu Y, ],ALO,, (LuYAG)

ME 43, 1, 2015, p. 11

The present paper concerns revealing and detailed characteri-
zation of the real structure of the new scintillator crystals of mixed
lutetium-yttrium-aluminum garnets (Lu Y, ),ALO,, (LuYAG),
either undoped or activated by praseodymium. The characterization of
the crystals has been performed by means of the following methods,
using conventional X-ray sources: double crystal topography and high
resolution diffractometry. Polariscopic investigations have also been
performed. Moreover, selected samples have been studied by scanning
electron microscopy with energy dispersive X-ray spectrometer (EDX)
attachment, among others to investigate their chemical homogeneity.
The topographs of the analyzed samples indicate a good crystallographic
quality of the crystals. Some crystallographic imperfections include
residual strains, primarily caused by dopant and chemical composition
segregation as well as some facetted regions.

X-ray diffraction topography of lattice defects in
MgAl O, and ScAIMgO, crystals grown under diffe-
rent technological conditions
ME 43, 1, 2015, p. 29

Conventional X-ray diffraction topography was used for characteri-
zation of the real structure of MgAL O, and ScAIMgO, (SCAM) single
crystals. Complementary investigations were performed by means of
high resolution X-ray diffractometry, scanning electron microscopy and
polariscopic methods. The obtained topographs indicated a good crystal-
lographic quality of the examined MgAl,O, crystals. In all investigated
crystals no segregation fringes were observed. A distinct core region was
revealed in all samples, often including three or more facetted regions.
Some contrast connected with solute trails and groups of dislocations
were observed in the region outside the core. The double-crystal topo-
graphs indicated the presence of distinct residual strains connected with
the core and other defects. In view of the tendency for ScAIMgO, to
split into layers, the investigations were performed using the samples
obtained by mechanical cleavage. The double-crystal topographs revealed
diffraction contrast corresponding to consecutive “layers” of the material.
The details of splitting were shown by SEM investigation, which also
confirmed the homogeneity of the crystal..
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Projekt: Wsparcie ochrony praw wiasnos$ci przemystowej dla wynalazku ....

INNOWACYJNA FUIBOPEISKIFUNDUSS
GOSPODARKA ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Poddziatanie 1.3.2.

DOTACJE NA INNOWACJE

Tytut projektu: Wsparcie ochrony praw wtasnosci przemystowej
dla wynalazku w zakresie technologii krystalizacji
warstw materiatéw eutektycznych

Autorzy: prof. dr hab. Dorota A. Pawlak, dr Andrzej Kios, Wojciech tobodzinski,
Andrzej Stefanski, Pawet Osewski

Celem Projektu jest uzyskanie ochrony prawnej dla wynalazku w zakresie wytwarzania
cienkowarstwowych kompozytow eutektycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych
panstw Unii Europejskiej. Projekt pokrywa w 100% koszty zwigzane z przygotowaniem i ztoze-
niem zgtoszenh patentowych do Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) oraz
do Europejskiego Urzedu Patentowego (The European Patent Office; EPO). Projekt finansuje
réwniez pierwszy - trzyletni okres ochrony w UPRP i EPO. Otrzymane patenty w sposéb prawny
zagwarantujg ochrone praw wiasnosci przemystowe;j.

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania cienkowarstwowych kompozytéw eutektycznych
majgcych zastosowanie zwtaszcza w fotonice, fotoelektrochemii i fotowoltaice. Obecnie jedng
z dziedzin na ktérych skupia sie inzynieria materiatowa jest grupa materiatdw kompozytowych.
Z drugiej strony naukowcéw szczegolnie interesujg materiaty o obnizonej wymiarowosci oraz mate-
riaty cienkowarstwowe. Podejscie, ktore prezentujemy pozwala na otrzymanie cienkowarstwowych
materiatdw kompozytowych na bazie eutektykdw. W wyniku prac badawczych powstato urzgdzenie
pozwalajgce otrzymacé, przy pomocy przejscia fazowego ciato state — ciecz — ciato state, ukierun-
kowane struktury eutektyczne metal-dielektryk i dielektryk-dielektryk w postaci cienkich warstw
o homogenicznej mikro- lub nanostrukturze, przy wykorzystaniu mechanizmu kierunkowej krysta-
lizacji. Urzgdzenie dzieki swej charakterystyce zapewnia ptaski front krystalizacji na stosunkowo
duzej powierzchni oraz duzy prostopadty do frontu krystalizacji gradient temperatury.

Nazwa beneficjenta: Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych

] ] Wartosc¢ projektu: 165 000, 00 PLN
I l N Udziat Unii Europejskiej: 140 250,00 PLN
Okres realizacji: 01.07.2011 - 30.06.2015

PROJEKT WSPOLFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKA
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
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Patent: A method of manufacturing thin layers of eutectic composites

INNOWACYINA EUREPEIS FUNEIS?
GOSPODARKA ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UDZIELENIE PATENTU

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Poddziatania 1.3.2.
DOTACJA NA INNOWACJE

W wyniku realizacji projektu:

Wsparcie ochrony praw wlasnosci przemystowej dla wynalazku
w zakresie technologii krystalizacji warstw materiatléw eutektycznych

Autorzy: prof. dr hab. Dorota A. Pawlak, dr Andrzej Ktos,
Wojciech tobodzinski, Andrzej Stefanski, Pawet Osewski

Europejskie Biuro Patentowe (EPO) udzielito na rzecz ITME patentu

Nr EP 2639343 :

A method of manufacturing thin layers
of eutectic composites

Dzieki finansowaniu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pokrywajgcego
w 100% koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem zgtoszen patentowych do Urzedu Pa-
tentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) oraz do Europejskiego Urzedu Patentowego
(The European Patent Office; EPO) otrzymano udzielenie patentu w Europejskim Biurze Patentowym
(EPO). Projekt finansuje takze pierwszy - trzyletni okres ochrony w UPRP i EPO.

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania cienkowarstwowych kompozytow eutektycznych
majgcych zastosowanie zwlaszcza w fotonice, fotoelektrochemii i fotowoltaice. Wynalazek pozwala
na otrzymanie cienkowarstwowych materiatdw kompozytowych na bazie eutektykdéw. W wyniku prac
badawczych powstato urzgdzenie pozwalajgce otrzymac, przy pomocy przejscia fazowego ciato sta-
te — ciecz — ciato state, ukierunkowane struktury eutektyczne metal-dielektryk i dielektryk-dielektryk
w postaci cienkich warstw o homogenicznej mikro- lub nanostrukturze, przy wykorzystaniu me-
chanizmu kierunkowej krystalizacji. Urzgdzenie dzieki swej charakterystyce zapewnia ptaski front
krystalizacji na stosunkowo duzej powierzchni oraz duzy prostopadty do frontu krystalizacji gradient
temperatury.

Nazwa beneficjenta: Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych

O o Wartos¢ projektu: 165 000, 00 PLN
I l — Udziat Unii Europejskiej: 140 250,00 PLN
AvAEn Okres realizacji: 01.07.2011 - 30.06.2015

PROJEKT WSPOLFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKA
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

MATERIALY ELEKTRONICZNE (Electronic Materials), T. 43, Nr 1/2015 41
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Streszczenia wybranych artykutow pracownikow ITME

STRESZCZENIA WYBRANYCH ARTYKULOW
PRACOWNIKOW ITME

Formation mechanism of graphene buffer
layer on SiC(000 1)

W. Strupinski', K. Grodecki®?, , P. Caban', P. Ciepie-
lewski', I. Jozwik-Biala!, J. M. Baranowski':?

!nstitute of Electronic Materials Technology, 133 Wolczynska
Str., 01-919 Warsaw, Poland

2 Faculty of Physics, University of Warsaw, Hoza 69, 00-681
Warsaw, Poland

Carbon, January 2015, 81, 63 — 72

The initial stage of the growth of graphene on SiC
with the underlying mechanism of carbon layer early stage
formation on the single crystal silicon carbide surface was
studied using silicon sublimation technique. The obtained
buffer layer is organized in a form of carbon regions with
10% of sp® defects separated 10-15 A. Raman spectro-
scopy was used to assess the degree of the buffer layer’s
disorder. The intensity of /(D) and /(G,) buffer peaks was
found to be proportional to the number of defects. Altho-
ugh the layer is not fully saturated with carbon atoms,
it remains impenetrable. However, sublimation from
the steps side walls which are not covered by the buffer
layer is possible. It was observed that in the vicinity of
the macro-step edges the sublimation is more effective,
which leads to the production of additional free C atoms,
filling the buffer layer structure, subsequently decreasing
sp® hybridization, to about 1 — 2%. This healing process
which also continues during the graphene layer growth is
reflected in a decrease in D line intensity and finally in
formation of the well-organized buffer layer.

FDTD analysis of modal dispersive properties
of nonlinear photonic crystal fibers

Tomasz Karpisz'3, Bartlomiej Salski!, Anna Szumska?,
Mariusz Klimezak3, Ryszard Buczynski*?

'Radioelectronics, Warsaw University of Technology

2Faculty of Physics, University of Warsaw, Pasteura 7, 02-093
Warsaw, Poland

3 Institute of Electronic Materials Technology

Quant Electron, 2015, 47, 99 — 106

This paper presents a full-wave electromagnetic ana-
lysis of soft-glass photonic crystal fibers developed for
the generation of supercontinuum based on third-order
nonlinearity. It is shown that a two-dimensional finite-
-difference time-domain method for guided problems pro-

vides results very similar to the measurement data of real
fiber structures, enabling the reduction of costly hardware
prototyping, thus, opening the way for the application of
FDTD to the modeling of nonlinear optical processes.

In vitro and in vivo effects of graphene oxide
and reduced graphene oxide on glioblastoma

Slawomir Jaworski', Ewa Sawosz', Marta Kutwin',
Mateusz Wierzbicki', Mateusz Hinzmann', Marta Gro-
dzik', Anna Winnicka?, Ludwika Lipinska?®, Karolina
Wilodyga'!, André Chwalibog*

! Warsaw University of Life Science, Faculty of Animal
Science, Division of Biotechnology and Biochemistry of
Nutrition,

2 Department of Pathology and Veterinary Diagnostics, Faculty
of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences,

3 Institute of Electronic Materials Technology, Warsaw, Poland,;
# University of Copenhagen, Department of Veterinary Clinical
and Animal Sciences, Copenhagen, Denmark

International Journal of Nanomedicine, February 2015,
Volume 10, 1585 — 1596

Graphene and its related counterparts are considered
the future of advanced nanomaterials owing to their
exemplary properties. However, information about their
toxicity and biocompatibility is limited. The objective of
this study is to evaluate the toxicity of graphene oxide
(GO) and reduced graphene oxide (rGO) platelets, using
U87 and U118 glioma cell lines for an in vitro model and
U87 tumors cultured on chicken embryo chorioallantoic
membrane for an in vivo model. The in vitro investigation
consisted of structural analysis of GO and rGO platelets
using transmission electron microscopy, evaluation of cell
morphology and ultrastructure, assessment of cell viability
by XTT assay, and investigation of cell proliferation by
BrdU assay. Toxicity in U87 glioma tumors was evaluated
by calculation of weight and volume of tumors and analy-
ses of ultrastructure, histology, and protein expression. The
in vitro results indicate that GO and rGO enter glioma cells
and have different cytotoxicity. Both types of platelets re-
duced cell viability and proliferation with increasing doses,
but rGO was more toxic than GO. The mass and volume
of tumors were reduced in vivo after injection of GO and
rGO. Moreover, the level of apoptotic markers increased
in rGO-treated tumors. We show that rGO induces cell
death mostly through apoptosis, indicating the potential
applicability of graphene in cancer therapy.
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Wskazowki dla autorow

Redakcja wydawnictwa Materialy Elektroniczne prosi autoréw o nadsytanie zamowionych artykutéw pocztg elektro-
niczng, pod adres ointe@itme.edu.pl lub na no$niku magnetycznym, wedtug nastepujacych specyfikacji:

Tekst

a) Tresc¢ artykutu powinna by¢ dostarczona w plikach o rozszerzeniu obstugiwanym przez program Word (najlepiej DOC
i DOCX). Tekst powinien by¢ pisany w sposob ciggty, podzielony na kolejno ponumerowane, zawierajgce tytuty, roz-
dziaty. Oznaczenia zmiennych nalezy pisa¢ czcionkg pochytg (kursywg). W tekscie powinny byé zaznaczone miej-
sca, w ktoérych majg znajdowac sie materiaty ilustracyjne, jednak same grafiki powinny by¢ umieszczone poza nim
w oddzielnych plikach (patrz punkt 4).

b) Podpisy do rysunkéw w jezyku polskim i angielskim, réwniez winny by¢ zapisane w oddzielnym pliku.

c) Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac sie nastepujgce elementy: imie i nazwisko autora, tytut naukowy,
nazwa miejsca pracy, adres pocztowy, e-mail, tytut artykutu zaréwno w jezyku polskim jak i angielskim.

Streszczenie

a) Do artykutu nalezy dotgczyC streszczenie w jezyku polskim i angielskim. Kazde z nich nie powinno przekraczac
200 stow.

b) Nalezy takze dodac¢ stowa kluczowe zaréwno w jezyku polskim jak i angielskim.
Bibliografia
a) Pozycje bibliograficzne nalezy podawac¢ w nawiasach kwadratowych w kolejnosci ich wystepowania.
b) Sposoby sporzgdzania opiséw bibliograficznych:
* Opis bibliograficzny catej ksigzki:
Autor: Tytut. Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawca, Rok wydania, ISBN.
* Opis bibliograficzny pracy zbiorowej pod redakcja:
Tytut. Pod red. (nazwiska redaktorow): Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawca, Rok wydania, ISBN.
* Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziatu) ksigzki, (gdy cata ksigzka jest tego samego autorstwa):

Autor: Tytut ksigzki. Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawca, Rok wydania, ISBN. Tytut fragmentu, Strony
rozdziatu.

* Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziatu) ksigzki z pracy zbiorowe;j:
Autor: Tytut fragmentu. W: Tytut ksigzki. Miejsce wydania: Nazwa wydawca, Rok wydania, ISBN.
* Opis bibliograficzny artykutu z czasopisma:
Autor: Tytut artykutu . , Tytut czasopisma” Rok, Wolumin, Numer, Strony.
* Opis artykutu w czasopismie internetowym:
Autor: Tytut artykutu [on line], Rok, Wolumin, Numer [dostep — data] Strony, Adres w Internecie. ISSN
» Strona WWW:
Autor: Tytut [on line]. Miejsce wydania: Instytucja sprawcza [dostep — data], Adres w internecie.
Elementy graficzne

a) Kazdy materiat ilustracyjny powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku (PCX, TIF, BMP, WFM, WPG, JPG) o rozdziel-
czosci nie mniejszej niz 150 dpi.

b) W przypadku materiatéw ilustracyjnych niebedgcych oryginalnym dorobkiem autora/éw nalezy zacytowac ich zrédto,
umieszczajgc je w bibliografii.

Wzory
a) Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi
b) Zmienne nalezy oznaczy¢ czcionkg pochyta.

c) W przypadku wzoréw niebedgcych oryginalnym dorobkiem autora/éw nalezy zacytowac ich zrodto, umieszczajac je
w bibliografii.

Autora obowigzuje wykonanie korekty autorskiej.

http://rcin.org.pl



INSTYTUT TECHNOLOGII
MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa

tel./fax-dyrektor: (48 22) 835 90 03 tel.: (48 22) 835 30 41-9
e-mail: itme@itme.edu.pl www.itme.edu.pl

Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych jest wiodagcym polskim osrodkiem prowa-
dzacymbadanianaukowe oraz pracebadawczo-rozwojowe w zakresie fizyki ciata statego, pro-
jektowaniaitechnologii nowoczesnych materiatéw, struktur i podzespotéw dla mikro-inano-
elektroniki, fotoniki i inzynierii.

Badania te dotyczg nastepujacych grup materiatéw i ich zastosowan w postaci podzespotéw:

* materialy nowej generacji: grafen, metamateriaty, materiaty samoorganizujace sie i gradiento-
we, nanokrysztaty tlenkowe w roznych matrycach (szkto, tworzywa sztuczna);

* materialy poétprzewodnikowe i ich zastosowania:

- monokrysztaly hodowane metodg Czochralskiego Si, GaAs, GaP, GaSb, InAs, InSb, InP
i transportu z fazy gazowej SiC, o srednicach do 10 cm;

- warstwy epitaksjalne poétprzewodnikowe uzyskiwane za pomocg metod CVO i MOCVO
z Si, SiC, GaN, AIN, InN, GaAs, GaP, GaSb, InP, InSb oraz opartych o nie zwigzkéw potroj-
nych i poczwérnych;

- podzespoty dla elektroniki i fotoniki: diody Schottky’ego, tranzystory FET i HEMT, lasery,
fotodetektory, IR i UV;

* materialy tlenkowe i ich zastosowania:

-monokrysztaty, YAG domieszkowany: (Nd, Yb, Er, Pr,Ho, Tm, Cr), YVO: (Nd, Tm, Ho, Er, Pr)ipo-
dwojnie domieszkowany: (Ho+Yb, Er+Yb), GdVO4: (Er, Tm); LuVO4: (Er, Tm); GdCoB: (Nd, Yb)
dla zastosowan laserowych; kwarc, LiNbO,, LiTaO,, SeBa , Nb,O, dla zastosowan elek-
trooptycznych i piezoelektrycznych; CaF,, BaF,, jako materiaty przezroczyste; Ca,GdO(BO),
jako materiat nieliniowy oraz NdGaO,. SrLaGaO,, SrLaAlO,, jako materiaty podtozowe dla
osadzania warstw nadprzewodnikow wysokotemperaturowych;

- szkta 0 zadanych charakterystykach spektralnych i szkta aktywne;

- ceramiki (AL,O,, Y,O,, ZrO,, Si,N,), ceramiki przezroczyste i aktywne;

- Warstwy epitaksjalne YAG: Nd, Cr dla zastosowan laserowych;

- Swiattowody specjalne, fotoniczne, aktywne i obrazowody;

- podzespoty dla elektroniki i fotoniki: filtry i rezonatory z akustyczng falg powierzchniowa;
soczewki dyfrakcyjne, maski chromowe do fotolitografii;

¢ inne materialy dla elektroniki:

- kompozyty metalowo-ceramiczne, kompozyty metalowe;

- ztacza zaawansowanych materiatow ceramicznych (Si,N
-metalowych i ceramik z metalami;

- metale czyste (Ga, In, Al, Cu, Zn, Ag, Sb);

- pasty do uktadéw hybrydowych;

- materiaty dla jonowych ogniw litowych, ogniw paliwowych i kondensatoréw.

Instytut prowadzi rowniez badania i wykonuje ustugi w zakresie:

¢ innych technologii HI-TECH: fotolitografia, elektronolitografia, osadzanie cienkich warstw, tra-
wienie, obrébka termiczna;

» charakteryzacji materiatlow: spektrometria mas i Méssebauera, elektronowy rezonans para-
magnetyczny (EPR), rozpraszanie wsteczne Rutheforda (RBS), absorbcja atomowa, wysokoroz-
dzielcza dyfrakcja rentgenowska, spektroskopia optyczna i w podczerwieni (FTIR), pomiary widm
promieniowania, fotoluminescencja, mikroskopia optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa
i sit atomowych (AFM); spektroskopia gtebokich pozioméw: pojemnosciowa (DLTS) i fotoprgdowa
(PITS), pomiary impedancyjne i szuméw, temperaturowa analiza fazowa, pomiary dyfuzyjnosci
ciepta.

,» AIN), kompozytéw ceramiczno-






